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GaAs 기판상에 자발형성된 GaP 반-양자점의 성장
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  다양한 화합물 반도체 양자점 및 나노구조의 형성을 위해서는 안정적으로 양자구조를 획득하는 방법

이 요구되는데, 기존의 S-K 성장방법 및 Migration enhanced 성장 방법으로는 단순한 양자점의 구조만 

제작이 가능하며[1], 이에 비해 Droplet epitaxy 방법은 양자 고리, 양자 이중고리, coupled 양자점등 다양한 

저차원 양자구조등의 성장이 가능하다.[2] 이러한 Droplet epitaxy방법으로 형성된 Ga metal droplet의 예가 

그림 1에 나타나 있다. 기존의 S-K 성장방법 및 Migration enhanced 성장 방법 에서는 그 성장 방법의 

특성 상 band gap이 같거나 작은 물질 만을 형성 할 수 있는데 비하여 금속 방울 성장법 에서는 금속과 

비금속의 주입을 따로 통제하기 때문에 이러한 제약이 약해지게 된다. 이러한 현상을 이용하여 기판과 

동일한 3족 물질에 P, N등의 기판의 비금속 물질과 다른 5족 비금속 물질을 주입한다면 기판보다 밴드갭

이 더 큰 물질을 성장시킬 수 있다. 이때 양자점의 위치와 밀도는 3족 금속의 주입 시 결정되며 5족 

비금속 물질은 그 형태에는 관여하지 않으며 단순히 그 위치와 밀도가 고정되게 하는 역할을 한다. 따라

서 기판상의 물질보다 band gap이 더 큰 물질이 성장 될 수 있으므로 기존의 양자점과 그 성질을 반대로 

하는 반-양자점의 형성도 가능해 진다. 그림 2는 위와 같이 형성된 반-양자점의 AFM image이다. 이렇게 

형성된 반-양자점은 인공 원자 및 분자 등의로 사용될 수 있으며, 선택적 고속 광흡수소자 및 THz 소스 

등으로도 사용될 수 있으며, 그 형태의 특이성으로 인하여 전기적 광학적 특성도 연구 해 볼 가치가 

있다.
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그림. 1. Ga metal drop의 1um x 1um image     그림. 2. 기판온도와 P주입량에 따른 GaP 반-양자점의  
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